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Si LSI における MOSFET において、ゲート電極の仕

事関数は閾値電圧を決定する要因の一つであり、重要な

パラメータである。現在の最先端 Si-LSI においては

High-k/Metal Gateを用いたMOSFETが主流であるが、

High-k/Metal Gate を用いた MOS 構造では様々な要

因にて閾値電圧が変動するため 1,2)、閾値電圧を抽出す

るための MOS キャパシタの作製には変動要因を考慮し

た上で行う必要がある。過去、我々は産総研 NPF 設備を

利用し、Sputter-TiN/WF metal/High-k/SiO2/Si 基板

構造のMOSキャパシタの試作を行ったが、プローバーの

針と Sputter-TiN の接触が不安定であったため、

Sputter-TiN 上に Al を形成する事を検討した。 

１．概要（Summary） 

 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

スパッタ装置、スピンコータ、マスクレス露光装置、反応性

イオンエッチング装置、アッシャー 
【実験方法】 

WF metal/High-k/SiO2/Si 基板を有するサンプルに

スパッタ装置にてTiNおよびAlを成膜し、スピンコータに

てレジストを塗布した後、マスクレス露光装置 /現像液

（NMD-3）を用いてゲート電極パターンを転写し、反応性

イオンエッチング装置を用いて TiN 電極の加工を行った。

そ の 後 、 ア ッ シ ャ ー に て レ ジ ス ト を 除 去 し 、

Sputter-Al/Sputter-TiN/WF metal/High-k/SiO2/Si
基板を有する MOS キャパシタの作製を行った。なお、Al
の加工は、現像液にて行った。 

 

High-k/Metal Gate を有する MOS キャパシタの作成

を行った(Fig. 1)。Fig. 2 に得られた MOS キャパシタの

CV 特性を示す。過去の試作では Sputter-TiN/WF 

metal/High-k/SiO2/Si 基板構造の MOS キャパシタであ

ったが、その際はプローバーの針の押し込み具合によりコ

ンタクト取れないときもあったが、Al を最上部に形成するこ

とにより、そのような不具合は改善された。今後はスパッタ

膜の成膜条件最適化などが必要であると考えている。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
Fig. 1 Image of MOS capacitor. 

 
Fig. 2 CV curve. 
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